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应用于无线传感网频率合成器的０５Ｖ低电压鉴频鉴相器设计
王利丹 李智群 李　伟

（东南大学射频与光电集成路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：基于０１３μｍＣＭＯＳ技术设计了一个应用于无线传感网频率合成器、电源电压为０５Ｖ的鉴频鉴相器．它
的功能是比较输入信号的频率和相位差，并输出一个与该差值成比例的电压．因电源电压是０５Ｖ，所以该电路
采用低阈值晶体管．为了增大相位误差的检测范围和提高最大工作频率，该电路采用了脉冲锁存的结构．当输入
信号频率为２ＭＨｚ时，测得的相位误差检测范围为－３５８°～３５８°．与传统数字鉴频鉴相器相比，该电路具有较快
的捕获速度．当输入信号的频率为２ＭＨｚ且相位误差为０°时，电路的功耗为１８μＷ，并且最大工作频率为
１２５ＧＨｚ．
关键词：鉴频鉴相器；低阈值晶体管；脉冲锁存
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